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(57) Abstract: The inventive 

semiconductor device for emitting light 
when a voltage is applied comprises 
a first (3), second (5) and third active 
semiconductor area (7A-7C). The 
conductivity of the first semiconductor 
area (3) is based on charge carriers of 
a first type of conductivity. The con- 
ductivity of the second semiconductor 
area (5) is based on charge carriers of 
a second type of conductivity whereby 
the charge thereof is opposite to that 
of the charge carriers of the first type of 
conductivity. The active semiconductor 
area (5 13) is arranged between the first 
and second semiconductor area (3, 5). 
Quantum structures (13) are embedded 
in the active semiconductor area (5) and 
are made of a semiconductor material 
which has a direct band gap. The 
quantum structures are structures whose 
dimension in at least one direction of 
expansion is small enough such that 
the properties of the structure can be 
substantially influenced by quantum 
mechanical processes. 

(57) Zusammenfassnng: Bine erfindungsgenuiBe Halbleitervorrichtung zum Emittieren von Licht bei Anlegen einer Spannung um~ 
fasst einen ersten (3), einen zweiten (5) und einen dritten, aktiven Hableiterbereich (7A-7Q. Wanrend die Leitf&higkeit des ersten 
Halbleiterbereiches (3) auf Ladungstragern eines ersten Leitfanlgkeitstyps beruht, beruht die Leitfahigkeit der zweiten Halbleiter- 
bereiches (5) auf Ladungstragern eines zweiten Leitfflrigkeitstyps, welche eine den Ladungstragern des ersten Leitfanigkeitstyps 
entgegengesetzte Ladling aufweisen. Der aktive Halbleiterbereich (5 13) ist zwischen dem ersten und dem zweiten Halbleiterbereich 
(3, 5) angeordnet. In den aktiven Halbleiterbereich (5) sind Quantenstrukturen (13) eingebettet, die aus einem Halblejtennaterial 
hergestellt sind, das eine direkte Bandlucke aufweisL Unter Quantenstrukturen sind dabei Strukturen 

(Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 
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zu verstehen, die in mindestens einer Ausdehnungsrichtung eine Abmessung aufweisen, die derart gering ist, dass die Eigenschaften 
der Stroktur von quantenmechanischen Vorgangen wesentlich mitbestimmt werden. 
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(57) Abstract: The inventive semiconductor de- 
vice for emitting light when a voltage is applied 
comprises a first (3), second (5) and third active 
semiconductor area (7A-7C). The conductivity of 
the first semiconductor area (3) is based on charge 
carriers of a first type of conductivity. The conduc- 
tivity of the second semiconductor area (5) is based 
on charge carriers of a second type of conductivity 
whereby the charge thereof is opposite to that of 
the charge carriers of the first type of conductivity. 
The active semiconductor area (5 13) is arranged 
between the first and second semiconductor area 
(3 5) Quantum structures (13) are embedded in 
ihe active semiconductor area (5) and are made of 
a semiconductor material which has a direct band 
gap The quantum structures are structures whose 
dimension in at least one direction of expansion is 
small enough such that the properties of the struc- 
ture can be substantially influenced by quantum 
mechanical processes. 

fass, cincn crs.en (3). eincn zweitcn (5) und cmcn ^^SSS!^^^ die Lei.fahigkei, der zwei.en Halblei.er- 
Ha.blei.eAereiehes (3) auf Ladungs.ragem ^^^^fS eine den Ladungstragem des ersten Lei.rahigke.ts.yps 
benches (5) auf LadungsUiigem e '"~ z ^ ,en „^"^ 

sassr^sss^ — - 

chanischen Vorgangen wesentlich milbes.immt werden. 
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